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１．概要（Summary） 
 本研究では、特定波長に吸収を持つ光学多層膜の作

製を目的として、蒸着，高周波スパッタリング(RF スパッタ

リ ン グ ) を用い る こ と によ り 、 Au/ITO(Indium Tin 
Oxide)/SiO2/Au からなる光学多層膜の作製を行った。結

果として、それぞれ 29 nm, 173 nm, 206 nm, 151 nmの

厚さを持つ Au/ITO/SiO2/Au 光学多層膜を作製した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・ 高密度汎用スパッタリング装置 

/芝浦 CFS-4ES 
【実験方法】 
  特定の波長の光を吸収する膜の作製を狙い Au/ITO/ 
SiO2/Au からなる光学多層膜の作製を行った。光学多層

膜は Si 基板上に作製した。本研究では、Si 基板上に真

空蒸着により Au 膜の作製を行ったあと、RF スパッタリン

グにより ITO, SiO2 膜を製膜した。RF スパッタリングは、

高密度汎用スパッタリング装置（芝浦: CFS-4ES）を用い

て行った。 
 ITO 膜の製膜では、スパッタリングターゲットに In2O3 : 
SnO2 = 9 : 1 (wt%)の組成比を有するターゲットを用い、

Pf, Pr をそれぞれ 200 W, 0 W としてRF スパッタリングを

行った。また、このときの Ar ガス, O2ガスの流量は、それ

ぞれ 16 sccm, 0.3 sccm とした。この条件での製膜レート

はおよそ 19.2 nm/min であり、膜厚 200 nm の膜を製膜

するために、10 分 25 秒の製膜を行った。 
 ITO 膜の製膜後、同じ RF スパッタリング装置を用いて

SiO2膜の製膜を行った。Pf, Pr はそれぞれ 200 W, 0 W
と設定し、SiO2 膜の製膜を行った。また、Ar ガスの流量

は、 16 sccm とした。この条件での製膜レートはおよそ

2.9 nm/min であり、膜厚 100 nm の SiO2膜を製膜する

ために本研究では、34 分 29 秒間の製膜を行った。 

 
最終的に、真空蒸着により Au 膜を製膜し、Au/ 

ITO/SiO2/Au からなる光学多層膜を作製した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に Si 基板上に作製した Au/ITO/SiO2/Au 光学

多層膜断面の走査電子顕微鏡（Scanning electron 
microscope: SEM）写真を示す。Si 基板上に、Au 膜, 
ITO 膜, SiO2膜, Au 膜が積層し、多層膜構造を有してい

ることが確認された。Au膜, ITO膜, SiO2膜, Au膜の厚さ

は、それぞれ 29 nm, 173 nm, 206 nm, 151 nm であり、

Au/ITO/SiO2/Au からなる光学多層膜が形成されている

ことが確認された。 
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Fig. 1 : SEM image of Au/SiO2/ITO/Au thin film on Si 

substrate: Thickness of Au, SiO2, ITO and Au were 29 

nm, 173 nm, 206 nm and 151 nm, respectively. 


